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L2 tollection Formations & Techniques propose des ouvrages de référence
dans fous les gomaines pour les fulurs fechniciens ef ingénieurs, ou encare

paur ies professionnels confirmes dans le cadre de leur formation continue

Cet ouvrage de physique appliquée combine les approches de |a physique
statistique, de la physique du solide et de la physique quantique (mécanique
ondulatoire) pour proposer des modeéles analytiques permettant d'exploiter
les différents matériaux disponibles pour mettre en perspective 4 la fois les
fonctionnalités les plus classiques de I'électronique mais aussi les approches
reliées aux avancées de la nanoélectronique. Une large importance est accordée
aux matériaux semi-conducteurs et a I'stude détaillee des jonctions réalisées 3
base de ces derniers. Chaque théme est abordé sous forme d'un cours auquel
sont généralement associes des exercices et leurs corrigés détaillés. Lapproche
est progressive et ce livre est congu pour accompagner les étudiants a partir
de la deuxieme année de licence (sciences exactes et sciences pour l'ingénieur)
Jusqu'au master (dans les domaines de I'EEA),
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